
ded basate su Nand Flash e dischi
allo stato solido. 

D: Quali i campi di applicazione
delle memorie innovative?
R: Sempre più i telefoni cellulari
e gli altri terminali mobili offrono
funzionalità di trattamento e ri-
produzione di video e filmati, fa-
cendo crescere la domanda di me-
morie sempre più capaci e sempre
più piccole nelle loro dimensioni
fisiche. Le ultime specifiche tecni-
che definite per le schede di me-
moria Sdxc e Sdhc soddisfano le
esigenze di tale crescente mercato
combinando prestazioni ad alto li-
vello con una maggiore capacità
di memorizzazione per supporta-
re applicazioni quali la registra-
zione continua di video di lunga

durata o la cattura di numerose
immagini fotografiche ad altissi-
ma definizione. Le sofisticate spe-
cifiche tecniche definite recente-
mente apriranno inoltre la strada
allo sviluppo di applicazioni inno-
vative per i prodotti elettronici di
largo consumo della prossima ge-
nerazione. Le più recenti miglio-
rie delle tecnologie dei dischi allo
stato solido soddisfano le esigen-
ze di prestazioni, durata, capacità
e affidabilità dei computer net-
book, delle console per videogio-
chi e dei sistemi di intratteni-
mento domestici.

D: A che punto è la ricerca. Le
nanotecnologie danno una mano
in questo campo?
R: Lo sviluppo delle memorie sta
continuando con grande rapidità
per rispondere alla domanda pro-
veniente da OEM e dai consuma-
tori. I produttori di memorie
Nand Flash, per esempio, stanno
rispondendo all’aumento di com-
ponenti a maggiore capacità e mi-
nor costo. Con tali obiettivi in
mente, Toshiba sta ottenendo ri-
sultati rivoluzionari sfruttando le
tecnologie delle celle multilivello
applicate alle memorie Nand
Flash, che permetteranno di otte-
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D: Quali sono le ultime novità in
campo di memorie innovative?
R: Il continuo miglioramento del-
la tecnologia Nand Flash alimenta
lo sviluppo di soluzioni di memo-
ria innovative. Tra gli sviluppi più
significativi nel settore della me-
morizzazione ci sono senz’altro il
miglioramento della capacità e

delle prestazioni dei componenti
discreti di memoria Nand, le
schede di memoria ad alta densità
e alta capacità, i sistemi di memo-
rizzazione portatili per applica-
zioni professionali e di largo con-
sumo. Inoltre, la tecnologia dei
dischi allo stato solido SSD (Solid
State Disk) basati sulla tecnologia
Nand di Toshiba permette di sod-
disfare le necessità di applicazioni
nuove e sofisticate tra cui i PC a
basso costo, i terminali mobili, le
apparecchiature portatili, i dispo-
sitivi per l’accesso a Internet in
movimento, i sistemi di informa-
zione e intrattenimento per auto
e le applicazioni industriali. Tra
gli sviluppi più recenti nel campo
delle schede vi è la presentazione
da parte di Toshiba della prima
scheda di memoria Sdxc da 64 Gb
Sdxc e delle schede di memoria ad
alta velocità da 32 Gb e 16 Gb
Sdhc UHS (Ultra High Speed), le
quali sono tutte compatibili con
lo standard delle memorie SD. Le
nuove schede di memorie Sdxc e
Sdhc sono le prime al mondo a
essere compatibili con la nuova
versione dello standard SD 3.00,
UHS104, che, con una velocità di
scrittura massima di 35 MB al se-
condo e di lettura di 60 MB al se-
condo, definisce un nuovo livello
di prestazioni per le schede di me-
moria basate su memorie Nand
Flash. Il significativo migliora-
mento dei dischi allo stato solido
è testimoniato dai dischi di mag-
gior capacità presentati quest’an-
no da Toshiba. I modelli Toshiba
da 512 Gb si aggiungono ai prece-

denti con capacità di 64 Gb, 128
Gb e  256 Gb, disponibili per i te-
lai delle unità a disco da 1,8 o 2,5
pollici e per i moduli flash SSD
senza contenitore da 1,8 pollici.
Le nuove tecnologie utilizzate dai
controllori di memorie permetto-
no di sfruttare l’elaborazione
parallela mentre i nuovi dispositi-
vi di memoria in tecnologia Nand
con celle multilivello (MLC) da 43
nm, con i quali sono realizzati i

dischi allo stato solido, permetto-
no di accelerare le operazioni di
lettura (massimo 230 MB al se-
condo) e di scrittura (massimo
180 MB al secondo), rispetto alla
precedente generazione di dischi
allo stato solido integrati in molti
PC di oggi. 
Inoltre, poiché i dischi allo stato
solido sono privi di strutture
meccaniche, come invece accade
per i dischi rotanti, risultano in-
trinsecamente molto più resi-
stenti alle vibrazioni e agli urti.

D: In che cosa si differenziano
dagli altri tipi di memorie?
R: Le attuali soluzioni di memo-
rizzazione innovative sono basate
sulle tecnologie avanzate Nand
Flash, i cui continui progressi
permetteranno l’ulteriore evolu-
zione dei circuiti integrati di me-
moria discreti, delle schede di
memorie, delle chiavette USB e
dei dischi allo stato solido. Toshi-
ba ha già annunciato la consegna
di dispositivi di memoria Nand
Flash fabbricati con tecnologie di
processo a 32 nm. Le campiona-
ture della prima generazione di
prodotti al mondo da 32 nm, un
singolo chip di memoria da 32 Gb
(4 GB), sono disponibili dallo
scorso mese di maggio, mentre i
chip commerciali de 16 Gb (2 GB)
sono stati consegnati in Giappone
a partire dallo scorso luglio. Que-
sti nuovi da 32 Gb verranno ini-
zialmente utilizzati per realizzare
schede di memoria e chiavette
USB e successivamente troveran-
no spazio in applicazioni embed-

LÙ DEL FRATE nere notevoli miglioramenti nella
densità dei chip e risparmi signifi-
cativi nella prossima generazione
di dispositivi. Per esempio, con la
generazione tecnologica a 32 nm,
Toshiba ha realizzato un chip da
32 Gb con celle da 3 bit per cella
ottenendo il die più piccolo al
mondo (e più piccolo di quello
degli attuali chip da 16 Gb a 2 bit
per cella realizzati con tecnologia
da 43 nm). L’azienda ha anche
realizzato il primo chip al mondo
da 64 Gb che sfrutta la tecnologia
dei 4 bit per cella con un processo
produttivo della generazione 43
nm. I dispositivi della generazio-
ne a 3 bit per cella a 32 nm utiliz-
zano un circuito ottimizzato, il
decodificatore di riga, e un’archi-
tettura a colonna estesa che con-
tribuiscono in modo significativo
a contenere le dimensioni del
chip in 113 mm2. L’approccio a 4
bit per cella applica le tecnologie
di programmazione sofisticate
multibit, in modo da ottenere
componenti da 64 Gb senza au-
mentare le dimensioni del chip e
raggiungendo prestazioni in scrit-
tura di circa 7,8 MB/s. Tra gli altri
sviluppi in corso particolarmente
interessanti vi sono le celle di me-
moria con struttura tridimensio-
nale. Basate sulla tecnologia SO-
NOS (Silicon Oxide Nitride Oxide
Silicon), le cella di memoria 3D
hanno la potenzialità di migliora-
re ancora la densità di memoria e
la capacità di immagazzinare dati
con un incremento minimo delle
dimensioni del die. A più lungo
termine, le celle di memoria di ti-
po FeRAM (Ferroelectric Random
Access Memory) potranno combi-
nare l’elevata velocità operativa ti-
pica delle memorie Dram con la
non volatilità tipica delle memo-
rie Flash. All’inizio dell’anno, per
esempio, abbiamo annunciato un
prototipo di chip FeRAM con una
capacità di memorizzazione di
128 Mb e una velocità di lettura e
scrittura di 1,6 Gb per secondo, la
più avanzata combinazione di
prestazioni e densità mai raggiun-
ta. Toshiba continuerà a investire
nella ricerca e sviluppo di soluzio-
ni FeRAM, con l’obiettivo di am-
pliare le loro capacità per poterle
usare in una vasta gamma di ap-
plicazioni, tra cui la memoria
principale dei telefoni cellulari, i
prodotti portatili di largo consu-
mo e la memoria cache in prodot-
ti come i PC portatili e i dischi al-
lo stato solido.
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Toshiba, secondo Axel Störmann, general manager, mobile
system & memory marketing group dell’azienda, sta
ottenendo risultati rivoluzionari sfruttando le tecnologie
delle celle multilivello applicate alle memorie Nand Flash

Densità dei chip:
sempre meglio 
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D: Quali sono le ultime novità in
campo di memorie innovative?
R: Sul fronte delle memorie
Dram, le memorie triple channel
per la piattaforma Intel Core i7
X5500 rappresentano una grande
novità. Questa nuova tecnologia
di memoria è progettata per l’uti-
lizzo su server e fornisce una va-
sta gamma di opzioni di configu-
razione. Con l’imminente rilascio
di ulteriori processori Core i7 e
nuovi processori della famiglia
Core i5, saranno disponibili nuove
tecnologie e configurazioni di
memoria DDR3. Nel mercato del-
le memorie Flash, le dimensioni
continuano a diminuire consen-
tendo alle schede esistenti e ai
drive USB di raggiungere capacità
sempre maggiori come nel caso
dei nuovi DataTraveler da 128GB
e 256GB di Kingston Technology.

D: In che cosa si differenziano
dagli altri tipi di memorie?
R: Le memorie DDR3 richiedono
un voltaggio inferiore per funzio-
nare e generano meno calore.

Questo è un punto chiave per le
server farm di grandi dimensioni
o i data center virtualizzati. 
Le più recenti tecnologie di me-
moria Flash offrono una rapida
velocità di trasferimento dati e
capacità più elevate.

D: Quali i campi di applicazione
delle memorie innovative?
R: Le memorie DDR3 triple
channel sono ideali per l’utilizzo
in campo server in quanto in gra-
do di operare a voltaggi più bassi
e con minore dissipazione di ca-
lore, risolvendo così numerosi
problemi legati ai data center. I

principali vantaggi di utilizzare
una memoria superiore in un si-
stema sono: maggiore velocità di
risposta delle applicazioni, espe-
rienze utenti migliorate e una
maggiore efficienza per sistemi e
applicazioni virtualizzate o basa-
te su cloud. 
Per quanto riguarda le memorie
Flash, una maggiore capacità e
tempi di trasferimento più rapidi
consentono agli utenti di memo-
rizzare più dati, immagazzinare,
trasferire e visualizzare file video
HD, immagini digitali ad alta ri-
soluzione, e altri file di grandi di-
mensioni.

D: A che punto è la ricerca. Le
nanotecnologie danno una mano
in questo campo?
R: Stiamo ancora aspettando di
vedere le nanotecnologie in una
forma utilizzabile per le tecnolo-
gie di memoria. La ricerca nelle
tecnologie di memoria Dram e
Flash di prossima generazione

continua a un ritmo incessante, e
le nuove tecnologie entreranno
presto a far parte sia delle memo-
rie Dram sia dei prodotti Flash.
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In attesa che le nanotecnologie possano essere utilizzate
nelle tecnologie di memoria, la ricerca continua a ritmi
incessanti. A sostenerlo è Stefania Prando, business
development manager per l’Italia di Kingston Technology
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PCM è paragonabile a quello della
lettura di un singolo bit di una cel-
la di Flash NOR, con un through-
put totale di lettura molto simile a
quello di una Dram.
Velocità di scrittura/cancellazio-
ne: le PCM garantiscono velocità
di scrittura di un singolo byte del-
l’ordine di centinaia di ns, molto
più veloce delle memorie Flash,
ma necessitano di una potenza
maggiore. L’aumentata velocità
permette comunque di raggiun-
gere throughput di programma-
zione simile a quello delle Flash
Nand, che sfruttano l’alto paralle-
lismo grazie alla bassa dissipazio-
ne, ma con una latenza inferiore e
senza la necessità di una fase se-
parata di cancellazione dei dati.
Le Flash NOR garantiscono una
velocità di scrittura moderata-
mente accettabile, ma tempi di
cancellazione piuttosto lunghi,
cosa comune anche alle Nand.
Possibilità di modificare un singo-
lo bit: come le RAM, anche le
PCM sono modificabili a livello di
singolo bit. Nel caso delle memo-
rie Flash è necessario eseguire
prima una cancellazione per poter
successivamente riprogrammare
l’informazione; nel caso delle
PCM invece, ogni bit può essere
modificato senza che in preceden-
za sia necessario eseguire la can-
cellazione.

D: Quali sono i campi di appli-
cazione delle memorie innova-
tive?
R: Le memorie a cambiamen-
to di fase possono essere usate
in tutti i sistemi di memoria
per le applicazioni tipiche
dell’elettronica, dalle applica-
zioni per il consumer, per le
comunicazione wireless, per lo
storage. In particolare una del-
le applicazioni più interessanti
è per il caching, come memo-
ria intermedia tra una memo-
ria velocissima, ma volatile
(RAM) e una molto lenta, ma
non-volatile. Inoltre le caratte-

ristiche di ampiezza di banda pos-
sono favorire l’impiego delle PCM
nelle applicazioni che richiedono
la memorizzazione dei codici di
programma e il trasferimento dei
dati. Tipici ambiti di applicazione
di queste memorie sono perciò i
sistemi embedded (se ne trovano
in molti campi, nel settore auto-
motive, in particolare), i sistemi
wireless, i sottosistemi  di memo-
ria a stato solido (SSD – Solid
State Drives).

D: A che punto è la ricerca. Le
nanotecnologie danno una mano
in questo campo?
R: Il crescente utilizzo delle na-
notecnologie nel campo dell’elet-
tronica permette una continua e
allargata diffusione di dispositivi
elettronici ad alte prestazioni, ri-
ducendone i costi e facilitando
l’integrazione di intelligenza in
qualsiasi sistema e applicazione.
Come è avvenuto con l’introduzio-
ne dei telefoni cellulari, i sistemi
di navigazione, l’accesso mobile a
Internet ecc., grazie alle nanotec-
nologie nasceranno nuovi servizi e
probabilmente nuovi stili di vita
associati ad essi. È difficile fare
previsioni specifiche, perché il
cambiamento sarà pervasivo a tut-
ti i livelli, e legato all’uso via via
più innovativo dei nuovi mezzi a
disposizione. Per citare alcuni

aspetti macroscopici: accesso
a tutte le informazioni e i ser-
vizi telematici ovunque e in
linguaggio naturale, ottimiz-
zazione dell’utilizzo delle ri-
sorse e riduzione di tutti i fat-
tori di rischio mediante siste-
mi di controllo diffusi e inter-
connessi, introduzione di si-
stemi di medicina preventiva
basati su sensori, sistemi di
apprendimento interattivi e
personalizzati, e sicuramente
molto altro ancora.
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D: Quali sono le ultime novità in
campo di memorie innovative?
R: Le memorie non volatili (Non-
Volatile Memory - NVM) hanno
rappresentato e rappresentano in
generale un ramo molto impor-
tante del mercato dei semicon-
duttori. In particolare le NVM
Flash sono state a loro volta una
grande innovazione e rappresen-
tano anche la prima vera applica-
zione su larga scala di nanotecno-
logie. Oggi sono in produzione
memorie Flash della generazione
dei 40nm e si stanno già introdu-
cendo quelle della generazione
successiva di 30nm. Il loro fun-

zionamento è basato su un effetto
quantistico che si verifica a ten-
sioni sostenibili solo per ossidi di
uno spessore ben determinato,
sotto i 10nm. In Italia le memorie
Flash hanno rappresentato uno
dei punti di eccellenza di STMi-
croelectronics e ora di Numonyx,
multinazionale del settore della
nanoelettronica dedicata allo svi-
luppo, alla produzione e commer-
cializzazione di sistemi di memo-
ria innovativi, come dice il nome
stesso della società, che viene da
‘New Mnemonics’ (nuova memo-
ria), nata nell’aprile del 2008 dalla
fusione delle attività sulle memo-
rie non volatili proprio di STMi-
croelectronics e di Intel.
Tra le applicazioni emergenti nel-
le NVM vi sono oggi le memorie a
cambiamento di fase (PCM, Phase
Change Memory), che, grazie alle
ottime potenzialità di scalabilità,
offrono l’opportunità di continua-
re a ridurre i costi e ad aumentare
la densità nel prossimo decennio.
La tecnologia delle memorie a
cambiamento di fase offre molti
vantaggi e di recente ha riscosso
molto interesse. Le memorie PCM
utilizzano un cambiamento rever-
sibile tra la fase amorfa e quella
cristallina per immagazzinare le

informazioni, sfruttando la diver-
sa resistenza delle diverse fasi di
una specifica classe di materiale.
Alcuni progressi tecnologici e la
sofisticata attività di Numonyx
fanno delle memorie PCM un te-
ma avanzato di ricerca e sviluppo
nel settore delle memorie. Secon-
do Numonyx (e non solo: ad
esempio Samsung, che con Nu-
monyx ha recentemente stilato
un accordo per degli standard ap-
plicativi comuni) le PCM sono og-
gi la tecnologia di memoria all’a-
vanguardia.

D: In che cosa si differenziano
dagli altri tipi di memorie?
R: Le PCM hanno caratteristiche
che riuniscono alcuni punti di
forza delle Flash, sia di tipo NOR

sia Nand, delle Eeprom e delle
Dram in un unico chip di memo-
ria. Queste caratteristiche sono
associate a un’opportunità unica
di ridurre i costi del sottosistema
di memoria e permettono di crea-
re nuove applicazioni e innovative
architetture di memoria per di-
versi tipi di sistema. Proviamo a
riassumerle.
Non-volatilità: come le Flash NOR
e Nand, anzitutto, anche le PCM
sono memorie non-volatili. Le
RAM, invece, per mantenere le in-
formazioni hanno sempre bisogno
di essere alimentate, per esempio
da una batteria. Le estese caratte-
rizzazioni affidabilistiche eseguite
sui dispositivi di memoria PCM
hanno dimostrato risultati eccel-
lenti dal punto di vista della capa-
cità di mantenere i dati per lun-
ghi periodi di tempo.
Velocità di lettura: come le me-
morie RAM o le Flash NOR, anche
la tecnologia delle PCM permette
di garantire tempi molto rapidi
per l’accesso casuale ai dati. Ciò
significa che è possibile eseguire
il codice di programma diretta-
mente dalla memoria, senza do-
verlo temporaneamente copiare
in una memoria di appoggio. Il
tempo di latenza in lettura di una
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Le previsioni? Difficili
Grazie alle nanotecnologie nasceranno nuovi servizi e
probabilmente nuovi stili di vita. È difficile dunque fare
previsioni specifiche perché il cambiamento, secondo
Roberto Bez, R&D Technology Development, Numonyx,
sarà legato all’utilizzo di nuovi mezzi a disposizione

LUCREZIA CAMPBELL

ROBERTO BEZ,
R&D Technology

Development,
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D: Quali sono i più recenti svi-
luppi nel settore delle memorie
di nuova generazione?
R: L’innovazione è senza dub-
bio stimolata dall’evolvere delle
necessità di mercato. Una tema-
tica comune che si ritrova in
parecchi settori di applicazione
è la necessità di migliorare l’ef-
ficienza energetica in concomi-
tanza a un ulteriore incremento
delle prestazioni del sistema di
memoria. 
Limiti termici, integrazione di
un numero maggiore di funzio-
nalità, durata della batteria, co-
sto dell’energia e desiderio di
garantire una maggiore compa-
tibilità con l’ambiente sono gli
elementi che stanno alla base
della richiesta di una maggiore
efficienza dal punto di vista
energetico.  Rambus,  che da
sempre detiene una posizione di
leadership nel settore delle me-
morie ad alte prestazioni, ora è
fortemente impegnata a rag-
giungere l’obiettivo di aumenta-
re ulteriormente le prestazioni
garantendo nel contempo una
maggiore efficienza dal punto di
vista dei consumi. Per ridurre
questi ultimi abbiamo introdot-
to parecchie innovazioni tra cui
architettura FlexClocking, Mo-
dule Threading, Very Low-Swing
Differential Signalling e Near
Ground Signalling. 
Tutte queste innovazioni da un
lato contribuiscono ad aumen-
tare in modo sensibile la durata
della batteria nei dispositivi mo-
bili e dall’altro permettono di
integrare nuove e avanzate fun-
zionalità, o ridurre in maniera
drastica la quantità di potenza del
sistema di memoria consumata
dai dispositivi di tipo plug-in.

D: Quali sono le principali dif-
ferenze tra le memorie di nuova
generazione e quelle classiche?

R: L’efficienza energetica rap-
presenta senza dubbio il proble-
ma di maggiore entità sia delle
memorie di nuova concezione
sia di quelle tradizionali e le in-
novazioni tecnologiche appena
sopra esposte possono essere va-
lide per entrambe. Il vero ele-
mento di differenziazione è il
fatto che le prime possono rag-
giungere prestazioni in termini
di ampiezza di banda e through-
put molto superiori rispetto a
quelle ottenibili con le memorie
tradizionali. 
Nell’ambito della ‘Rambus Te-
rabyte Bandwidth Initiative’ è
stata effettuata una dimostra-
zione, su silicio reale, di tecno-
logie capaci di fornire un’am-
piezza di banda (ovvero la velo-
cità di comunicazione tra pro-
cessore e memorie) fino a 1 Te-
rabyte per secondo (1.024 Gbps)
a un singolo processore o SoC.
Ciò è stato reso possibile dall’a-
dozione delle tecnologie messe
a punto da Rambus quali Flex-
Phase, 32X Data Rate e segnala-
mento differenziale. 
La memoria più veloce attual-
mente disponibile sfrutta l’ar-
chitettura XDR ed è in grado di
operare a una velocità di 7,2
Gbps fornendo un’ampiezza di
banda di memoria massima di
28,8 Gbps, il tutto in un unico
dispositivo. Si tratta di un’am-
piezza di banda superiore di un
fattore pari a 4 rispetto a quella
ottenibile con una memoria
DDR3-1600. Senza dimenticare
che un s istema di  memoria
XDR consuma una potenza in-
feriore del 40% rispetto a una
memoria GDDR5 a parità di
ampiezza di banda.

D: Quali sono i settori di appli-
cazione di queste memorie?
R: Tra le applicazioni che ri-
chiedono maggiori prestazioni
abbinate a una riduzione del
dispendio energetico si possono
annoverare giochi in tre dimen-
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Un cambiamento
necessario

Secondo Kendra De Berti, solutions marketing manager
in Rambus, in futuro ci sarà un cambiamento radicale
nella tecnologia della cella di memoria che richiederà
un impegno notevole in termini di tempo, denaro e
attività di ricerca
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sibile ai campi magnetici. Questa
caratteristica, insieme a un’eleva-
ta tolleranza alle radiazioni gam-

ma, fa delle memorie wireless ba-
sate su Fram una soluzione ideale
per le applicazioni esposte a radia-
zioni. È prevedibile che anche in
futuro i vantaggi delle tecnologie
di memoria innovative continue-
ranno ad essere progressivamente
estesi a nuove applicazioni.

D: Quali sono le differenze prin-
cipali tra memorie innovative e
memorie tradizionali?
R: Le memorie innovative pos-
siedono caratteristiche sensibil-
mente diverse dalle memorie tra-
dizionali. Tre sono i principali
vantaggi offerti dalle Fram rispet-
to alle Eeprom. Alta velocità di
scrittura: l’operazione di scrittura
delle Fram richiede 55 nanose-
condi (contro i 10 mS delle Ee-
prom e delle Flash). Lunga dura-
ta: il numero massimo di cicli di

scrittura consentiti dalle Fram è
pari a 1E12 per i componenti ali-
mentati a 5 volt e 1E14 per i com-
ponenti alimentati a 3 volt o a
tensioni inferiori. Ipotizzando un
impiego che richieda mille opera-
zioni di scrittura al secondo, que-
sta durata si traduce in una vita
utile di 31 anni per i componenti
a 5 volt e di 310.000 anni per
quelli a 3 volt. Basso consumo:
cancellare e scrivere 64 kbit di da-
ti in una Fram richiede 1/60 del-

l’energia necessaria
per compiere queste
stesse operazioni in
una Eeprom e 1/400
di quella utilizzata da
una Flash seriale.

D: Quali sono i cam-
pi applicativi delle
memorie innovative? 

R: Nel caso delle Fram, non esi-
ste un singolo campo applicativo
prevalente rispetto agli altri. Le

Fram sono impiegate in una va-
rietà di contatori (per energia
elettrica, gas, acqua, oltre che in
tassametri, macchine affrancatrici
ecc.), in applicazioni automobili-
stiche e medicali, in molti sistemi
di automazione industriale. Spes-
so il requisito che accomuna que-
ste applicazioni è la necessità di
conservare dati anche con una
sorgente di alimentazione inaffi-
dabile. Ad esempio, salvare rapi-
damente grandi quantità di dati
nel momento in cui si verifica
un’interruzione dell’alimentazio-
ne elettrica, oppure memorizzare
informazioni che vengono aggior-
nate così frequentemente da su-
perare i limiti di durata della tec-
nologia Eeprom.

D: Quali sono le ultime novità
nel campo della ricerca avanzata?
Le nanotecnologie possono servi-
re per realizzare memorie innova-
tive migliori?
R: I progressi delle ricerche più
recenti (comprese quelle sulle na-
notecnologie) offrono alcune pro-
spettive molto interessanti. Oc-
corre ricordare, però, che sono
stati necessari venti o trent’anni
per passare dai primi campioni
commerciali di memorie Flash al-
la realizzazione di prodotti come
le fotocamere digitali e i drive a
stato solido. Si può supporre, per-
tanto, che lo sfruttamento indu-
striale delle ricerche più recenti e
la diffusione commerciale di pro-
dotti basati su di esse richiederà
parecchi anni.
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sioni, grafica avanzata e video
ad alta definizione, sia nella fase
di acquisizione sia in quella di
visualizzazione. 
Le piattaforme utilizzate per
queste applicazioni comprendo-
no telefoni ‘intelligenti’, che de-
vono assicurare caratteristiche
avanzate a fronte di una limita-
ta durata della batteria, schede
grafiche e console per videogio-
chi, che hanno raggiunto i limi-
ti per quanto concerne la dissi-
pazione termica, oltre a server e
apparecchi televisivi ad alta de-
finizione, per i quali è necessa-
rio diminuire i costi dell’ener-
gia e garantire una compatibili-
tà sempre maggiore con l’am-
biente.

D: Quali sono le più recenti no-
vità nel campo della ricerca? Le
nanotecnologie possono contri-
buire a costruire memorie sem-
pre migliori?
R: Nel giro dei prossimi 5-8
anni le Dram si troveranno ad
affrontare problemi di notevole
entità che limiteranno la possi-
bilità di seguire il processo di
progressiva riduzione delle geo-
metrie in atto nel settore elet-
tronico. 
In presenza di geometrie al di
sotto dei 35 nm risulterà estre-
mamente difficile realizzare i
condensatori per l’immagazzi-
namento dei bit di informazio-
ne della cella di memoria sfrut-
tando le tecnologie attuali. 
In definitiva, dovrà verificarsi
un cambiamento radicale nella
tecnologia della cella di memo-
ria al fine di poter supportare il
processo di scaling delle geo-
metrie.
I candidati potenziali sono le
memorie PCM (Phase-Change
Memory) ,  Rram (Resistance
RAM), FB DRM (Floating Body
Dram) e Mram (Magnetic RAM).
Come avviene in ogni settore
industriale, un cambiamento di
queste proporzioni richiede un
impegno di notevole entità in
termini di tempo, denaro e atti-
vità di ricerca. 
Indipendentemente dalla solu-
zione che verrà adottata, quan-
do si lavora con queste geome-
trie si entra inevitabilmente nel
campo delle nanotecnologie.
Quando di parla di 20 nm si fa
infatti riferimento a geometrie
di dispositivi le cui dimensioni
sono 10 volte il diametro di una
molecola di DNA.
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D: Quali sono i più recenti svi-
luppi nel campo delle memorie
innovative?
R: Ramtron continua a sfruttare
i vantaggi delle memorie Fram
per realizzare prodotti innovativi
rivolti a nuovi mercati. Un recente
esempio in questo senso è l’an-
nuncio, da parte della società, del-
lo sviluppo di una famiglia di me-
morie wireless che impiegano il
protocollo Rfid EPC Generation-2.
La rapida adozione e implementa-
zione di EPC Gen-2 consente di
stabilire uno standard comune a
livello globale e di aumentare le
prestazioni in termini di velocità e
precisione. Grazie alla combina-
zione tra la sensibilità di un front-
end RF basato su diodo Schottky e
i vantaggi di una tecnologia Fram
all’avanguardia, le soluzioni di
memoria wireless Fram-enhanced
sono in grado di offrire significati-
vi vantaggi rispetto ai tradizionali
dispositivi RF basati su Eeprom.
Ad esempio maggiore sensibilità
RF: in virtù di un consumo intrin-
secamente basso, le memorie
Fram consentono, anche all’inter-
no di campi RF deboli, di acquisi-
re, trasmettere e immagazzinare
dati più velocemente, su distanze
superiori e in modo più affidabile.
Aumento del raggio d’azione: il
funzionamento a basso consumo
delle Fram consente operazioni
simmetriche di lettura/scrittura
wireless fino a una distanza di die-
ci metri o più. Maggiore velocità
di scrittura: dotate di una velocità
fino a sei volte maggiore rispetto
alle Eeprom, le memorie wireless
basate su Fram possono effettuare
operazioni di scrittura di interi
blocchi (full memory block-write).
I dispositivi di memoria wireless
basati su Fram permettono di im-
magazzinare maggiori quantità di
dati in modo più veloce, senza ri-
chiedere il tempo di assorbimento
(soak time) tipico dei dispositivi
basati su Eeprom. Integrità dei
dati nelle operazioni di scrittura
di blocchi: grazie alla loro mag-
giore velocità di scrittura, i dispo-
sitivi di memoria wireless basati
su Fram sono in grado di scrivere
interi blocchi di dati (full memory
block-write). I dispositivi di me-
moria wireless Ramtron possiedo-
no funzioni atte a prevenire la
corruzione dei dati durante la
scrittura di interi blocchi, assicu-
randone così la totale integrità.
Tolleranza ai campi magnetici e
alle radiazioni gamma: la tecnolo-
gia Fram è intrinsecamente insen-
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Prospettive interessanti
I progressi delle ricerche più recenti offrono prospettive
molto interessanti anche se secondo Duncan Bennett, FAE
Manager, Europe, Ramtron International ci vorranno anni
per sfruttarli in ambito commerciale e industriale 

LÙ DEL FRATE

DUNCAN BENNETT,
FAE Manager,

Europe, Ramtron
International

La memoria
wireless Fram
consente agli
integratori di
sistemi di
sviluppare
applicazioni
innovative: la
memoria wireless
Fram è ideale per la
conservazione e il
recupero di dati in
modalità wireless,
per la realizzazione
di database
portatili ecc.

Prestazioni di
memoria

migliorate: la
memoria wireless
Fram aumenta il

raggio d’azione e le
prestazioni di
memoria dei

circuiti integrati
RF-enabled


